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Sposoéb galwanicznego pokrywania miedzig usieciowanyc
przewodzacych matryc weglowych

Przedmiotem technologii jest sposéb galwanicznego pokrywania miedzig
usieciowanych, przewodzacych matryc weglowych.

Rozwigzanie wedtug wynalazku pozwala na otrzymanie pokrytej miedzig
usieciowanej matrycy weglowej wysokiej jakosci, w ktérej naniesiony depozyt
miedzi wystepuje w postaci litej warstwy metalicznej szczelnie pokrywajacej
podtoze weglowe. Sposdb wedtug wynalazku powoduje modyfikacje matrycy
weglowej znacznie poprawiajaca jej wytrzymatos¢é mechaniczng oraz ponad
100-krotnie zwigekszajaca jej przewodnictwo elektryczne. Uzyskana powtoka
miedziana moze stanowic¢ bardzo dobre podfoze galwanotechniczne do
nanoszenia innych powtok metalicznych.
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ZASTOSOWANIE

Technologia dotyczy sposobu modyfikacji materiatdw weglowych stosowanych
w elektrochemii i moze znalez¢ zastosowanie w obszarze badan elektrochemicznych
a w szczegolnosci w zakresie nowych materiatéw elektrodowych stosowanych
w elektrochemicznych magazynach energii. Usieciowane matryce weglowe sg stoso
jako materiaty elektrodowe m.in. do konstrukcji elektrod przeptywowych do detekcj
substancji elektroaktywnych, elektrod do badania proceséw elektrochemicznych,
a takze w konstrukcji ogniw galwanicznych. Pokrycie usieciowanej matrycy weglo
powtokg miedziang pozwala na poprawienie okreslonych parametrow materiatu,
jak jego przewodnictwo elektryczne i termiczne, wiasciwosci mechaniczne, czy
chemiczna. Prowadzone sg badania dotyczace zastosowanie porowatych materi
weglowych modyfikowanych miedzig w elektrodach akumulatoréw kwasowo-o
oraz akumulatoréow litowo-jonowych nowego typu.
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PRZEBIEG PROCESU

W sposobie wedtug wynalazku wiasciwa warstw miedzi nanoszona jest
bezposrednio na podtoze weglowe po jego wstepnym przygotowaniu poprzez
przeprowadzenie oczyszczania i aktywacji elektrochemicznej w odpowiednio do
tego przygotowanych kapielach. Wtasciwe osadzanie powtoki miedzianej
prowadzone jest poprzez elektrochemiczng katodowg redukcje miedzi z
roztworu elektrolitu zawierajacego siarczan(VI) miedzi(II), kwas siarkowy(VI),
kwas chlorowodorowy oraz dodatek surfaktantow i wybtyszczaczy, wobec
rozpuszczalnej anody miedzianej z dodatkiem fosforu, przy czym proces

galwanizacji prowadzi sie mieszajac roztwor w temperaturze powyzej 25°C.

KONKURENCYINOSC

Znane ze stanu techniki rozwigzania dotyczace osadzania powtok miedzianych
na materiatach weglowych pozwalajg na osadzanie warstw charakteryzujacych
sie ziarnistg, grubokrystaliczng i niejednorodng struktura. Dostepne

rozwigzania dotyczace galwanotechnicznego osadzania szczelnych powtok
miedzianych dotyczg podtéz weglowych, nie wykazujacych przestrzennych cech
materiatu usieciowanego. Opisane w sposobie wedtug wynalazku rozwigzanie
pozwala na wytwarzanie litej warstwy metalicznej (miedzianej) szczelnie
pokrywajacej podtoze, dla ktérej zarowno w skali makro- jak i mikroskopowej
nie obserwuje sie nieciggtosci.

RYNEK/REFERENCIE

Technologia wytwarzania powtok miedzianych na porowatych materiatach

weglowych zostata zbadana i potwierdzona w skali laboratoryjnej, ponadto
przeprowadzono prace badawcze dotyczace zastosowania tak zmodyfikowanych
materiatdw weglowych w eksperymentalnych ogniwach kwasowo- otowiowych.
Rozwigzanie wedtug wynalazku moze by¢ zastosowane do wytwarzania
porowatych materiatow elektrodowych stosowanych w akumulatorach kwasowo-
-otowiowych oraz akumulatorach litowo-jonowych nowego typu. W zwigzku
z czym potencjalnym odbiorcg technologii sg instytucje badawcze, a w dalszej
perspektywie przemyst wytworczy elektrochemicznych magazyndéw energii.
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